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序 論 Ge は融点が低く技術の開発と実験の材料としては Si よりはるかに扱いやすいかっ

たため，1955 年ごろまで半導体の主な研究と開発に使われていたが，その後は Si の優位性

が明確になり，Ge は使われなくなった．現代になっても Ge のピエゾ抵抗係数は 60 年ほど前

に調べられた Smith の実験値の他には存在しない．本研究では Ge のピエゾ抵抗効果の実験

を行い，新しく得られた知見について報告する． 

実 験 試料は p 型 Ge（数Ωcm，厚さ 300μｍ）に Al 電極（電極間隔 2.4mm）を応力負荷方向

に対して平行または垂直に作製した．試料への応力は 4 点曲げ装置（図１）によって，<110>方向

または<100>方向に引張歪および圧縮歪それぞれ 300μまで負荷した．このときの歪は市販の歪ゲ

ージでモニタした．歪によって生じる Ge の抵抗変化率を室温で測定し，ゲージ因子を求めた． 

結果と考察 実験結果の一例として＜110＞方向に一軸性応力を負荷した結果を図２に示す．よく

知られているようにｐ型 Siではすべての結晶方向に対して応力を負荷したときのゲージ因子は正

となるが，p 型 Ge では結晶方向によっては負になる．測定結果は Si のピエゾ抵抗と比較すると

ともに，Picus と Bir の歪ハンド理論や我々が示した歪 2 バンドモデル 1）にもとづいて議論する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           図２．一軸性応力<110>に対する 

図１．4 点曲げ装置               p 型 Ge の抵抗変化 
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